
VIII

Verwendete Formelzeichen und Abkürzungen:

Amax maximale Verstärkung

Avo Leerlaufverstärkung

a untere Grenze des Approximations- bzw. Interpolationsintervalls I [a,b]

B0 Leitfähigkeitskonstante

Bi
r(x) Basisfunktionen der Ordnung r

b obere Grenze des Approximations- bzw. Interpolationsintervalls I [a,b]

C Integrationsweg

C(p) druckabhängige Kapazität

C´fest fester Anteil der flächenbezogenen Gatekapazität

C´g flächenbezogene Gatekapazität

C´ox flächenbezogener Kapazitätsbelag

C´var variabler Anteil der flächenbezogenen Gatekapazität

C0 Grundkapazität

Cc Kompensationskapazität

CDS Korrelierte Doppelabtastung (im engl. Correlated Double Sampling)

Ci Namenspräfix für eine Kapazität

Ci[a,b] Menge aller i-mal stetig differenzierbarer Funktionen

CL Lastkapazität

CMRR Gleichtaktunterdrückung (im engl. Common Mode Rejection Ratio)

CR Kapazitives Rücksetzen (im engl. Capacitive Resetting)

ci Koeffizienten

D Plattenbiegesteifigkeit

DGL Differentialgleichung

d(p,r) Abstand zwischen Polysilizium-Membran und n+-Gegenelektrode

d0 d(0,r) ≡ Abstand der Membran von der n+-Gegenelektrode im Vakuum (p=0)

dSi3N4
Dicke der Siliziumnitridschicht

E Elastizitätsmodul

E∞ Fehlerkriterium für Regressionsverfahren nach der L∞-Norm

E1 Fehlerkriterium für Regressionsverfahren nach der L1-Norm

E2 Fehlerkriterium für Regressionsverfahren nach der L2-Norm

EC kritische Feldstärke

ENC äquivalente Rauschladung (im engl. Equivalent Noise Charge)



verwendete Formelzeichen und Abkürzungen IX

F(ω) frequenzabhängige Abweichung von der idealen ÜTF HSTF,ideal

F(x) Hilfsfunktion

F(z) Filterfunktion

FSO maximaler Signalhub eines Sensors (im engl. Full Scale Output)

f Frequenz

f(x) Funktion
~

( )f ⋅ allg. Approximationsfunktion

f-3dB 3dB-Eckfrequenz

f0 Durchtrittsfrequenz

fB nutzbare Bandbreite

fc=1/Tc Abtast- bzw. Taktfrequenz

fS,i( ⋅ ) Übertragungsverhalten vom Sensorelement i

G Auflösungsgewinn

GBW Verstärkungs-Bandbreite-Produkt

g signalabhängiger Verstärkungsfaktor eines 1bit-D/A-Wandlers

gd Ausgangsleitwert eines MOS-Transistors

gKE Korrekturfunktion für Empfindlichkeitsdrift

gKO Korrekturfunktion für Offsetdrift

gL Linearisierungsfunktion

gm Steilheit eine MOS-Transistors

Hi(s) Namenspräfix für eine Übertragungsfunktion in der komplexen s-Ebene

Hi(z) Namenspräfix für eine Übertragungsfunktion in der komplexen z-Ebene

HNTF(z) Rauschübertragungsfunktion

HSTF(z) Signalübertragungsfunktion

h Plattendicke

I [a,b] Approximations- bzw. Interpolationsintervall

IC Integrierter Schaltkreis (im engl. Integrated Circuit)

IDS Drainstrom einer MOS-Transistors

IDSON charakteristischer Strom eines MOS-Transistors in schwacher Inversion

IIR Infinite Impulse Response

IS Sperrstrom einer Diode

i,j Laufvariablen

KF Rauschkonstante

Kv,Kk Kettenmatrizen eines verteilten und konzentrierten RC-Elements

k Boltzmannkonstante

k1,k2 Technologiekonstanten

kGV Grundverstärkungs-Faktor

kNP Nullpunktskorrektur-Faktor



X verwendete Formelzeichen und Abkürzungen

L Länge eines MOS-Transistors

L{·} dynamisches Teilsystem

L1(z),L2(z) Schleifenfilter eines Σ∆-Modulators

Leff effektive Länge eines MOS-Transistors

Li(x) Lagrange-Polynome

LPCVD Low Pressure Chemical Vapour Deposition

M Ordnung eines Σ∆-Modulators

Mi Namenspräfix für einen MOS-Transistor

m(ω) Betragsfehler

m Grad der verwendeten Approximationsfunktion
m << n  bei Regressionsverfahren
m = n    bei Interpolationsverfahren

ND Anzahl parallel geschalteter Sensorelemente

NFS schnelle Oberflächenzustände

NGATE Dotierung des Gatematerials

NK Anzahl vorhandener Kanäle im Drucktransistor

NSS Oberflächenladungsdichte

NSUB Substratdotierung

n Anzahl an Stütz- bzw. Meßstellen xi

nD,KS Wortbreite am Ausgang des Kennlinien-Speichers

nD,mTV Wortbreite am Systemausgang yA des einfachen Tabellenverfahren

nD,eTV Wortbreite am Systemausgang yA beim modifizierten Tabellenverfahren

nD,µP Wortbreite am Ausgang yA beim rechnergestützten Verfahren

ni intrinsische Eigenleitungsdichte

nK Wortbreite am Eingang des Kennlinien-Speichers

nM,AD Meßgenauigkeit eines konventionellen A/D-Wandlers

nM,Σ∆ Meßgenauigkeit eines Σ∆-Modulators

nS Slope-Faktor

O(T) temperaturabhängiger Offset

O0 Grundoffset bei T=T0

Oi temperaturabhängige Offsetspannungen ∀ i>0

OS Ausgangshub eines OP´s

OSR Überabtastrate (im engl. Oversampling Rate)

P(s) charakteristisches Polynom

PECVD Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition

PLL Taktrückgewinnung (im engl. Phase Locked Loop)

Pm(x) Polynomfunktion m.ter Ordnung

Pm,i(x) stückweise Polynomfunktionen m.ter Ordnung



verwendete Formelzeichen und Abkürzungen XI

PSRR Betriebsspannungsunterdrückung (im engl. Power Supply Rejection Ratio)

PW Leistungsverbrauch

Psig Signalleistung

PQ,max maximale Rauschleistung des Quantisierungsfehlers

PT,max maximale Rauschleistung des Rundungsfehlers

PI,max maximale Rauschleistung des Interpolationsfehlers

Pε,ges gesamte, auftretende Rauschleistung

p Druck

p0 Nulldruck
p0 = 0 bar bei Absolutdrucksensoren
p0 ≈ 1 bar bei Relativdrucksensoren

pA Auflagedruck

pi Polstellen

pN Nenndruck - typenspezifischer, maximaler Arbeitsdruck

Qi Namenspräfix für einen Bipolartransistor

Qn
2 mittlere quadratische Rauschladung

q Elementarladung

q(z) Quantisierungsrauschen

RC Kompensationswiderstand

Ri Namenspräfix für einen Widerstand

Ron Einschaltwiderstand eines CMOS-Schalters

RS232 serielle Schnittstelle

Rsq Square-Widerstand

r Ordnung der Basisfunktion

r Radius

ra Außenradius

ri Innenradius

rout Ausgangswiderstand

S Druckempfindlichkeit

S Speicherbedarf

S(f) spektrale Rauschleistungsdichte

S(T) temperaturabhängige Empfindlichkeit

S0 Druckempfindlichkeit bei T=T0

SC geschaltete Kapazitäten (im engl. Switched Capacitor)

Si3N4 Siliziumnitrid

SiO2 Siliziumoxid

Sm(x) polynomiale Spline-Funktion vom Grad m

SNR Signal-Rauschabstand (im engl. Signal Noise Ratio)

Sn(f) spektrale Rauschleistungsdichte



XII verwendete Formelzeichen und Abkürzungen

SR Anstiegsgeschwindigkeit der Ausgangsspannung eines OP´s (im engl. Slew Rate)

s komplexe Frequenz

sarg Sagrationskoeffizient

T Temperatur

T0 Bezugstemperatur

TK Temperaturkoeffizient

TKOi i.ter Temperaturkoeffizient des Offsets O

TKR linearer Temperaturkoeffizient eines Widerstandes R

TKSi i.ter Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit S

Tk(x) Tschebyscheff-Polynom k.ter Ordnung

Tmin,Tmax minimal und maximal auftretende Temperatur

t Zeit

tpg Typ des Gate-Materials
tpg=+1 : Vorzeichen der Gatedotierung entgegengesetzt zu dem der Substratdotierung
tpg=-1 : Vorzeichen der Gatedotierung gleich dem der Substratdotierung
tpg=0 : Gatematerial Aluminium

UBR Ausgangsspannung einer piezoresistiven Meßbrücke

UBS Bulk-Source-Spannung

UDS Drain-Source-Spannung

UDSAT Sättigungsspannung

UFB Fachbandspannung

UGS Gate-Source-Spannung

Ui Namenspräfix für Spannungen

UON Einschaltspannung eines MOS-Transistors

Up Programmierspannung

UT Schwellenspannung

UT0 Schwellenspannung bei UBS= 0

Utemp Temperaturspannung

un
2 mittlere quadratische Rauschspannung

uINV n,
2 mittlere quadratische Rauschspannung eines Inverters (eingangsbezogen)

uR n,
2 mittlere quadratische Rauschspannung eines Widerstandes R

VME Versa Module Europe

vmax maximale Geschwindigkeit

W Weite eines MOS-Transistors

WOK Wurzelortskurve

w(x) Knotenpolynom

xAD, yAD Ein- und Ausgang eines A/D-Wandlers

xDA, yDA Ein- und Ausgang eines D/A-Wandlers

xTF, yTF Ein- und Ausgang eines digitalen Transversal-Filters

xi Meß- oder Stützstelle



verwendete Formelzeichen und Abkürzungen XIII

xi
* optimierte Meß- oder Stützstelle

xKS, yKS Ein- und Ausgang eines Kennlinien-Speichers

xq, yq Ein- und Ausgang eines Quantisierers

xREF Referenzgröße für D/A-Wandler

yµ Übertragungsverhalten der Meßgröße µ

yλi Übertragungsverhalten der Störgröße λi

yA Systemausgang

yd deterministische Anteile

yes Eigenstörungen

yi=f(xi) Funktionswert an der Meß- bzw. Stützstelle xi

yL linearisierte Ausgangsgröße

yS,i Ausgangssignal vom Sensorelement i

yzµ durch Meßgröße µ induzierte zufällige Anteile

yzλi durch Störgröße λi induzierte zufällige Anteile

Zn Zerlegung des Approximations- bzw. Interpolationsintervalls I [a,b] in n Teilintervalle

z(r) Durchbiegung

z=ejωTc komplexe Frequenz

zi Nullstellen

∆ Größe der verwendeten Quantisierungsstufe

λ Kanallängenmodulationsfaktor

σ Materialspannung

µ Meßgröße

Θ Querfeldbeweglichkeitsreduktionsfaktor

ν Querkontraktionszahl

γ Substrateffektkonstante

θ Winkel

τ Zeitkonstante

θ(ω) Phasenfehler

εQ Quantisierungsfehler

εT Rundungsfehler

εI Interpolationsfehler

µ* dynamisch bewertete Meßgröße

µ0 Beweglichkeit der Ladungsträger

ρa Randbedingung am Intervallanfang a

ρb Randbedingung am Intervallende b

ΦF Fermipotential

∆f Rauschbandbreite

λi Störgröße i



XIV verwendete Formelzeichen und Abkürzungen

µi ,λi Matrixelemente eines Gleichungssystems

λi
* dynamisch bewertete Störgröße i

αi, βi, γi, δ Modulator-Koeffizienten

µL Längsfeldbeweglichkeit

σL longitudinale Materialspannung

πL longitudinaler piezoresistiver Koeffizient

ΦM Phasenreserve

ΦMS Austrittsarbeit zwischen Gate-Material und Silizium-Substrat

εo Dielektrizitätskonstante

µQ Querfeldbeweglichkeit

∆R/R relative Widerstandsänderung

∆r diskretisierter Radius r

ΦS Oberflächenpotential

εSi3N4
Dielektrizitätszahl von Siliziumnitrid

εsi Dielektrizitätszahl von Silizium

∆T Breite eines gleitenden Zeitfensters

σT transversale Materialspannung

πT transversaler piezoresistiver Koeffizient

εvak Dielektrizitätszahl von Vakuum

∆x Abstand zwischen zwei benachbarten Stützstellen

häufig verwendete Symbole:

Symbol für Masse-Anschluß

Symbol für Versorgungsspannungs-Anschluß


